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PROBLEMAS DE AMPLIFICADORES CON BJT

VROJLEMAS DE  AMPLTICAaDoRreS 4L

- Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar:
a) Pardmetros del punto Q (Igg, Ico ¥ Veeg)-
b) Circuito equivalente a frecuencias medias.
¢) Ganancia en tensidn y ganancia en corriente R ASK
DATOS: hi = 2K, hg = 120, hye = 0.015 miliohm"". !

®

- Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar:
a) Parametros del punto Q (Igg, ICQ y VCEQ)-
b) Circuito equivalente a frecuencias medias.
¢) Ganancia en tension y ganancia en corriente
DATOS: hic = 2K, hg. = 120, hee = 0.015 miliohm™.

QE: eCO
Vua=SOmV
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@ .- Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar: a) In, Ic y Vg b) Tension a la salida c)

Impedancias de entrada y salida, Datos: hie = 120002, hfe = 300 y hoe = 0,
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-Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar:
a) Pardmetros del punto Q (Igs lcq ¥ Veeg).
b) Circuito equivalente a frecuencias medias.
¢) Ganancia en tensién y ganancia en corriente 2 4SK
DATOS: hie = 2K, hg = 120, hee = 0.015 miliohm™". A

Va:=S0mV R?.: oK
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@En el amplificador de la figura los parametros del transistor valen
h, = 1kQ,h, =100,h, = h_ =0
allar: a) I, Ic y Vce b) Valor eficaz de 1a sefial de salida.
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@P—arn el circuito de ta Syura, dererminar
a-Ig oy Vs
b.- Gdpancia 2n lensidn 4 frecnencius medias.

Dratos: hie = 200002, hie = 200 v boe = 0.
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() Para el circuito de la figura, determinar:
a.- gy Re. {2v

b.- Ganancia en tension.

El tramsistor es de silicio. Suponer frecuencias medias.

DATOS: h;. = 1000 €, hg = 200, hoe= 0.

Rg;lmn’.
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a.- Pardmetros del punto Q (leu, lng y Very)

b.- Circuito equivalente a frecuencias medias.
‘c.- Amplitud de la sefial de salida si Vg(t) = 112 seneml
Datos: hie= 1200, hfe =200 y hoe = 0

Para el circuito de la Figura (iransistor de Si). Determinar
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pardmetros h son; hie = 2K | hfe

= 100 y hoe = 0 ), determinar:

aA-P&m'meBusdalpumoQ(IoQ,IBQy Verg ).

b.- Ganancia en (ensién.
¢.- Impedancias de entrada y salida.
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AC) .- Para el circuito de la Figura 2, en el que se sabe que Ic = 7mA, B = 100 y Vbe =
0.7V, determinar: a.- circuito equivalente a frecuencias medias ; b.- Ve ; c.- I y Vex.

@ Determinar la ganancia

del siguicnte amplificador
(cuadripolo) sabiendo que
hi = 2k, hr = 0, hf = 200
y 1/ho = 8kd.

Va| Amplificader | V2 R =8kl
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@ .- Para el circuito de la figura, determinar:
a-Ip,Icy Ve
b.- Impedancias de entrada y salida.
c.- Voltaje a la salida.
El transistor es de silicio. Suponer h*ccuenuas medias.

DATOS: hi = 2000 Q, hg = 200, hoe= — |
vg=20mV. ;
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Se desea disefiar un amplificador
monoetapa para que opere de for- Ve

ma estable.
Para tal fin, se nos indica que : (——I

Ic = 100 m.A. cuando Vce = 0O
VeE = 4 v, cuande Ic = Q L §""c
Vseg= 0.76 v.; Rc = 30 Q. 3 A G
& B
<,

a) Valores de RE, RB y Vss.
b) Circuitoes eauwalentﬂs a baja, media y alta frecuencia,

Determinar: \l;k,/
?1.
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Ay .- Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar:

a.- Pardmetros del punto Q (Ieg, Inq ¥ Vez ).
b.- Circuito equivalente a frecuencias medias.
c.-Ganancia en tension,

Datos: hy, = 2K, he, =250 y h, = 0.

@ Dado el circuito de la Figura 2 (transistor de Si) y sabiendo que la Ic de saturacion posee
' un valor de SmA, determinar: a) Rc, IBQ e ICQ. b) Ganancia en tension. ¢) ;Se puede

considerar el circuito un seguidor de tension?.
Voo = @ Dado el circuito de la figura, v teniendo en
c =20V cuenta que el transistor es de Si, delerminar:
R a.- Los parametros del punio Q.
s b.- Impedancias de entrada y salida.
A c- Salidasi: Vg =02senwt
FlGc. 2 ' Vec=12v
g,
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@ - Para ¢l circuito de la figura 2 (donde el transistor es de Si, f = 200, hoe = 0 y hie =

1KQ), Determinar: a.- Valor de Vee. b.- Circuito equivalente a frecuencias medias. c.-
(Ganancia en corriente.

/
- Vec 220V
13 En la figura se muestra una elap. \
amplificadora en montaje EC con polarizacion 3594
universal. Los pardmetros del transistor valen: :
hie = 2KO), hfe = 100 y hoe = 0.015 milimhos. Aoo —,
Calcular: a) La corriente y tension en continua 1
Ic y Vee. b) Impedancias de entrada y salida. ¢) .———{
Valores de vi y v2 cuando vg = 20 mV. ( Se
supone que la tension Base-Emisor en D.C. ¢s e_ﬁ\
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AL
Ec=20V
Ke=15K0 13001
Cy
Fetuar
T e
Ci B
T "1 R RfIR, = L1 KR
L




@ _+ La ganancia de corriente en continua del a"‘"f

@ Para el amplificador de la figura determinar su circuito equivalente a frecuencias intermedias.

simplificando lo maximo posible.

|

@ .- Para el circuito de la figura, determinar:
a.- IB b RE.
b.- Ganancia en tension. -
El transistor es de silicio. Suponer frecuencias medias.
DATOS: hie = 1000 £, hg =400, hee= 0.
%: 2o

transistor de un amplificador en montaje EC es
de 120 y la corriente que circula por el emisor
vale 10 m.A. Hallar las corrientes de colector v %4 -
de base.

@ Analizar los circuitos de la figura indicando si se encuentra trabajando en activa o en saturacion.

Obtener, también, para ambos el circuito equivalente a frecuencias intermedias.

Datos: Ec=10V _ Ec=10V
heg = 100 j’_
Vrnuu =02V Re
Vagimo = 0.8 V 2 K2
Ry
WK

Determinar graficamente 1a sefial de salida en

los puntos 1
de la siguiente figura. g ¥ 8
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Para el amplificador de la figura Ic tiene un valor de 8m.A. cuando el
@ transistor se encuentra en saturacidn.Sabiendo que Veeq = 0.735 V., =
determinar:
a) Pardmetros correspondientes al punto Q, asi como Re. wee = zou,
b) Circuito equivalente a frecuencias intermedias.
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rzj Para el circuito de la figura (transistor de Si), determinar: ov‘fc =N
a) Pardmetros del punto de operacién Q (Igg, Icg ¥ Verg)-
b) Circuito equivalente a frecuencias medias.
¢) Ganancia en tensién. D t‘ 110—[1 = QC
DATOS: hie= 10 ©, hy, =200 y hye = 0. 39Kn
-]
Pe= 200
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Para el amplificador de la figura, determinar- ¢

a.- Valorde R, y R, para Iq =3mA.

b.- Dibujar las rectas de carga de DC y AC. 1R ‘Dado el circuito de Ia figara, y teaicado en

©.~ Si hie = 1200, obtener la tensién de salida si la cuenta que el transistor es de Si, determinar:
de entrada es 2_seot a.- Los pardmetros del punto Q.
Tl : b.-Salidasi: Vg=0.Isenwt,
\\oe =0

hie = 1200 Q, hfe = 300

‘E‘B = ‘r’ﬂs hoe =0
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